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Parte A 
 

1. Si consideri un amplificatore di tensione con Av0=104, fp=100 Hz, Rin = 1 MΩ, Rout = 500 Ω. Si 
reazioni l’amplificatore in modo da ottenere una resistenza di ingresso maggiore di 10 MΩ, una 
resistenza di uscita maggiore di 50 KΩ, e limite superiore di banda fH = 20 KHz. Si supponga che il 
carico sia una resistenza RL = 5 KΩ. 

 
2. Dato l'oscillatore rappresentato a lato, calcolare la 

frequenza di oscillazione e le determinare le 
condizioni sul valore di R2 perché l'oscillazione si 
inneschi, giustificando il procedimento. 
Considerare l'amplificatore operazionale ideale. 
R=100Ω, L = 1mH, C =470nF, R1=R3=R4=10 KΩ 

 
 
3. Disegnare il circuito di un multivibratore monostabile, realizzato con un timer 555, che 

generi un "gate" positivo di durata 1 ms quando viene applicato in ingresso un inpulso 
negativo. Giustificare il procedimento e descrivere il funzionamento del circuito. 

4. Disegnare il circuito con logica CMOS che esegua la funzione logica CBACY +=  e 
determinare i rapporti W/L dei transistori, sapendo che n=2 e p=5. 

 
Punteggio totale Parte A: 14 
 
 
 
                                   
 
               
                                                                               Parte B 
 
Con riferimento al circuito 
mostrato a lato, calcolare:  
• il punto di riposo dei due 

transistori Q1 e Q2 e i 
parametri del circuito di 
piccolo segnale (Q1 e Q2 
sono 2N2222) 

• la funzione di trasferimento 
a centro banda 

• il limite inferiore di banda 
• il limite superiore di banda 
 
Fare le seguenti ipotesi 
semplificative: 

Q1 e Q2 hanno hoe 
nullo  
Q1completamente 
resistivo. 

 
Punteggio totale Parte B: 14/30 
 



 











user
Matita

user
Matita



Punto di riposo
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IR =
Vcc

R1 + R2
= 15V/15kΩ = 1mA

VB1 =
VccR2

R1 + R2
= 3V

VE1 = VB1 − VBEon = 2.3V

IE1 = 2.3/2.3kΩ = 1mA

hFE@(Ic = 1mA) = hFE1 = 150

IB1 =
IE1

hFE1
= 6.6µA << IR(1Aipotesi P.P. verificata )Vcc − Ic1Rca = Vc = 7V

VCE1 = 7 − 2.3 = 4.7V − > Zona Attiva Diretta

VE2 = VBE2 − VBEon = 6.3V − > IE2 = 6.3/6400 = 0.98mA

IB2 ' IB1

IB2 << IC1(2
Aipotesi P.P. verificata )

VCE2 = 11V − 6.3V = 4.7V − > Zona Attiva Diretta
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Parametri di piccolo segnale

rb = 450Ω, hie1 = 5055Ω, hie2 = 5076Ω

hfe1 ' hfe2 = 175

gm1 ' 38mS, gm2 ' 37.8mS

cµ1 = 4.8pF = cµ2

cπ1 = 62pF = cπ2

fT = 90MHz

Guadagno a centro banda Acb
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= θ1vs

ib2 = −ib1
Rca

Rca + Reb1(1 + hfe1) + hie2
= θ2ib1

Vu = Rcbhfe2ib2 = θ3ib2

Acb = θ1θ2θ3 = 158

Limite inferiore di banda

Rvcs = Rs + R1||R2||(hie1 + Rea(1 + hfe1)) = 2436Ω

Rvc2 = Reb2||

(

Reb1 +
hie2 + Rca

1 + hfe1

)

= 83Ω

fL =
1

2π(RvcsCs + Rvc2C2)
= 384Hz
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Limite superiore di banda

Q1 e‘ considerati resistivo:

Rvcπ2
=

rb + Rca + Reb1

1 + gmReb1
= 2609Ω

Rin = (Rca + rb)||(rπ2 + Reb1(1 + hfe2))

Rout = Rcb

Gm =
gm2

1 + Reb1(1+hfe2)
rπ2

Rvcµ2
= Rin + Rout + GmRinRout = 407kΩ

fH =
1

2π(RvCπ2
Cπ2

+ RvCµ2
Cµ2

)
= 75kHz
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